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Книга содержит изложение основных представлений современной теории 

неупорядоченных полупроводников. Подробно обсуждаются новые идеи, 
возникшие в связи с изучением движения частиц в случайных полях, 
характеристики которых заданы только статистически (идея о 
«самоусредняющихся» величинах, локализация электронов в случайных 
потенциальных ямах и другие). Выясняется, какие представления стандартной 
зонной теории сохраняют силу и в применении к неупорядоченным 
полупроводникам. Рассматриваются развитые в последнее десятилетие методы 
расчета энергетических, электрических и оптических характеристик 
неупорядоченных систем (в частности, метод оптимальной флуктуации, 
квазиклассическое приближение и теория протекания). Рассматриваются также 
приложения этих представлений для решения ряда задач кинетики и оптики 
неупорядоченных материалов (электропроводность и термоэдс в области 
прыжковой проводимости, междузонное поглощение света, комбинационное 
рассеяние света на электронах). 
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